
146 Efecto Hall y magnetorresistencia gigante en películas magnéticas granulares 
 

 
P. Mascaró 1 ,  J .C. Denardin1,  J .P.  García 1  

1Depto. de Física, Universidad de Santiago de Chile, Avenida Ecuador 3493 Estación Central, Santiago. 
email: p.mascarorivera@gmail.com 

 
En la última década el desarrollo de 

nuevos dispositivos electrónicos ha permitido 
un avance sin precedentes en el desarrollo 
tecnológico. Este auge nace como consecuen-
cia de la mixtura entre las distintas ciencias 
básicas e investigaciones interdisciplinarias 
impulsadas por la necesidad de comprender 
los fenómenos involucrados en el desarrollo 
de aplicaciones especificas. En esta línea la 
fabricación y caracterización de materiales 
nano estructurados ha permitido un avance 
significativo en sensores más robustos y sen-
sibles así como también en el estudio de nue-
vas aplicaciones asociadas a la  nanotecnolo -
gía. 

Mediante la utilización de la técnica de 
pulverización catódica (sputtering) [1] se de-
sarrollaron películas magnéticas con compo-
siciones granulares de plata y cobalto con 
crecimientos altamente controlables y repro-
ducibles en atmosfera inerte. Dichas películas 
granulares (Fig. 1) presentan los fenómenos 
magneto resistivos (Fig. 2), efecto Hall   o r-
dinario y  extraordinario.  

Correlacionando técnicas de microsco-
pia electrónica, microscopia de fuerza atómi-
ca y microscopia de fuerza magnética se ob-
tuvo un tamaño efectivo de grano de cobalto 
de 50 nm. 

Con el fin de determinar las propieda-
des electro catalíticas de las películas magné-
ticas se realizaron voltamogramas cíclicos de 
reducción de O2 en NaOH 0.1 M, determinan-
do que las superficies modificadas desplazan 
el potencial catódico hacia valores positivos,  
pudiendo ser estas  utilizadas como electr o-
dos en celdas de combustión [2].   
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Fig. 1 Imágen del perfil de una de las películas 
magnéticas. En la figura se evidencia la formación 
granular en la composición de la muestra. 
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 Fig. 2 Optimización de la magneto resistencia  de las 
películas magnéticas mediante la variación en los 
parámetros de fabricación de las películas magnéti-
cas. 
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